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GaSe 結晶は有望な２D 層状半導体の一つで、有限なエネルギーギャップ、高い移動度をもつ。

また複屈折性をもつ非線形光学結晶であり、THz 帯の透過波長範囲が広い。そうした特性から、

スピン電界トランジスタや高効率の THz波の発生・検出などへの応用が期待される。本研究では

THz波の発生に焦点を当てる。GaSe 結晶成長の従来法である Bridgman 法では高温成長による点

欠陥の発生や二種類のポリタイプの混在などの問題があり、THz 光源として用いる際に光源とし

ての特性が低下する。そこで我々の先行研究では蒸気圧制御温度差液相成長法により Se蒸気圧を

印加し、Gaをフラックスとして成長させることで融点以下の低温での成長を行った。蒸気圧制御

温度差液相成長法では THz帯の透過性は向上し、さらに THz波発生において Bridgman法により

成長した結晶と比較し、単位体積当たり約 4 倍の変換効率の向上も確認された。非線形光学効果

にはある程度の膜厚が必要であるが、低温成長では成長速度が遅く、結晶が薄いため実質的な THz

波の出力は向上できていない。そこで本研究では、成長速度を高速化し、より大きな膜厚を得る

ために、溶質となる Gaと Seを多量に溶解でき、大きな溶質濃度差を付けることが期待できる In、

Sn、Bi、Sbを用いたフラックス法によって GaSe結晶を作製した。装置概略図を（Fig.1）に示す。 

得られた結晶に対して PL 測定、ラマン分光分析、ICP-MS 組成分析等で結晶性の評価を行い、

各フラックスにおいて高品質な GaSe結晶が成長したことを確認した。収量の測定を行い、Gaフ

ラックスと比較して、Snフラックスで 3.6倍、Biフラックスで 2.3倍と結晶収率が向上し、結晶

成長速度の向上が確認された。また、SHGによる発光システムを構築し、フラックス法により成

長させた GaSe結晶を用いて SHG光の発生を確認した。（Fig.2） 
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Fig. 1. Schematic illustration of the equipment for crystal growth Fig. 2. SHG spectra of GaSe grown by flux method 

第80回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2019 北海道大学 札幌キャンパス)18p-E207-10 

© 2019年 応用物理学会 13-108 15.1


